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非晶态 In-Sb 合金薄膜的光学性质

王豪 范正修.干福荼

〈申国科学院上海光学精密机械研究所〉

提要

本文报道了用分光先度倪对In-Sb 髓薄的光学性质进吁测量的结果，并果唱赞严格酌双哩幢毫肘公式

进行处理， 获得了折射率甸、:自先军鼓 k 的鼓据， 并由此忏算出~收系盘 a 和注长 λ自古夭系且立学能础

和介电常数虚部丰nk. 研究丁 ln-Bþ 矗且在相查过程中能且J:l，.;又出现律.

美键词: In-:Bb 薄且.

一、引
...1-

阳

近年来，由于非晶态 In-Sb 薄膜有可能成为可擦除式光盘的材料，国际冉十分重视这

方面的研究。并已报道了一些研究结果阻，.IJ。但是由于非晶态薄膜随制备方法不同或工艺

条件变化而有不同的结掏和性质。这给研究带来困难。对于激射制备的非晶态 In.-Sb 及其

在相变过程中的光学性质的研究，至今未见报道。本文用高频溅射仪制备了 In-8b 系统的

非晶尊膜。样品分热处理和不热处理二类。在 ωOnm 到 15ωnm 的范围内测得反射率和

透过率。然后诈算出相应的光学常数。研究了吸收系数 α 与披长 λ 的关系，介电常数与能
隙变化的规律，

二、实验、结果和讨论

1. 测量原理

本工作采用Lam.bda-9分光光度计测量 In-8b系统薄膜的透射率 T(λ〉和反射率

B(抖。从而计算出复数折射率岳-n(均十甜(λ) 。一般在计算时，都不考虑基底的吸收和帽子

效应。，这样不可避免的结计算结果增加了误差。因此本文在实际计算时，根据薄膜光学的
多层膜公式，计入光线透过薄膜时的相干效应并且考虑到石英衬底的影响。采用优化法求

解。用 mM-BO/XT 微机解出伪和 b 值。

2. Jt验过程
In-sb非晶态薄膜的样晶采用高频糖射法，在 JG-PE-SB型商频戴射快上制备。使用

InSb 多晶靶。庐通过改变散布在靶上的 sb 薄片的面棋大小来改变In-8b 薄酶的组分。高频

撒射仪的工作电压为 8ω~lOOOV，氧气为工作气体。工作室压强保持在 1 X l().-J Torr 0 基
板为石英玻璃。

样品的组分由电子能谱仪分析测定。-经分析， 二组样品的组分分划为 ID..t6Sbr;a租

幢幢日期: 1987 年 12 月 21 日;收到修改植日缸 1988 年 2 月z4日
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样品的热处理方法是将样品放入 10-2 Torr 真空的石英管中，急剧加热到t捷克温度，保

温 2 至 5 分钟，然居将石英管放入冷水中摔玲。

a 宴验结果与讨论

在求得了精光系数 b 之后，薄康的吸收系数 α可由公式z

4:n-k (1---;:- (1) 

换算得来。采用量子力学方法，对吸收系数 α和波长孔关系进行变换，可得破收系数 α，光

子能量 hv 和光学能隙 Eo， 的关系:

(αhv) "f - B (hv - Eo.) • (2) 

以(侃hv)宫对 h." 作圈，可得一近似直线。将直线外推p其在横轴上的截距即光学能酿 E句。

图 1 示出样品 I~Sbm 在热处理过程中F 光学性质的变化过程，未经热处理的In.J3h.

薄膜的能隙为 O.53eV，经 24000 热处理后，其能醋向高能端移动至 O.85eV o 但是样品经
28000 热处理后，其能隙又向低能端移动至 O.7SeVo

20 
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Fig. 1 The optical gaps of In"Sb回国皿
before 幽d aftel' heat tr田tment

$ 

123 ~ ... (ey) 

Fig.2 2nk-hνtelations of 1卫Ø3blSl5革I皿

before and after n饵，t tr田，tment

。) before h鹏也r阻，tm.ent (的 after hea.i trea恤ent 、 (a) before heat tr咽恤耐 (b) af旬r h，蜡 U副国咀t

ai J40DO (c) a.f阳 h剧缸咀恤ent at 380"0 皿组，0.0 (吵 d惊rhe国i;r睡回.emai 回0-0

':w.s民ι 薄膜的介电常数虚部 2"曲与能量 hv 的关系及其随热处理而变化的过程见固

20 作为未经热处理对的非晶态薄膜2其岛-Jcf'"Vhl1 曲线同 Zimmerer 的结果回非常相似。而

经过 280
0

0 热处理2 已完全晶化的样品的局曲~hv 曲线与 Zimm.erer 的结果并不一致Q 这

是由于 ZimmOl"er 的结果是对单晶样品测量而作出的。本文的样品经热处理后形成多晶，

反映不出某些晶向的特征。
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的趋势，是}个重要的现象。这暗示着在 ~Sb盹薄膜的结构变化过程中，经历过二个差异

较大的结掬状态。对此现象，将作进一步研究。
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Optical properties of amorpboul In-Sb FiIms 
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Abstract 

The optlcal proper如ies of amorphous In--Sb量lms have b勤n measuroo. The 

formulae for iïra.nsmission and refiec-tion coefficien阳 for 曲WO la.yer fi1ms wi也 regard

也o the in terÎerénce effoot are ded uced and used to analýse 也he mea.sured da恤. The 

n一λ; k-λrelatio田 of In-Sb fil皿s have been obtained, and from them 恼。 op缸锦1 gap 

s.ud 书he dielectric con由川 have been calculated. The change of opt.i创 g句由eto

pha.se transit:on are discn.田。d.

Xey worcls: In-8b films. 




